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Il existe une tension de seuil V; telle que :

Vios < V71

Vios > V1
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Couche de type N

La structure reste a I'équilibre
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Deux zones N séparées par une large zone P : méme avec une tension Vg,
la conduction entre la source et le drain est impossible

Le transistor est bloqué (interrupteur ouvert)
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Le canal de type N autorise la conduction des électrons
du drain vers la source sous la tension Vg

Le transistor est passant (interrupteur fermé résistif)
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Coté source : CoOté drain :

VMOS = VGS VMOS = VGS ) VDS

On peut donc avoir Vo5 > V; coté source et V,,55 < V; cOté drain si Vg
est importante:
Le canal est_pincé (disparition locale du canal) pour Vpg>Vgea
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Zone de pincement : saturation du courant
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NMOS, Normally ON

I

PMOS, Normally OFF
|
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PMQOS, Normally ON
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Figure 5. Transfer Characteristics
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ID{or): DRAIN CURRENT (AMPS)
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Droite de charge statique
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Droite de charge dynamique
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Iy — Drain Current (mA)
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Output Characteristics
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Ip — Drain Current (mA)
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On-Resistance vs. Drain Current
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